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Sposób pomiaru rezystancji termicznej
przyrządu półprzewodnikowego

Przedmiotem wynalazku jest sposób pomiaru re¬
zystancji termicznej przyrządu półprzewodnikowe¬
go na podstawie pomiaru temperatury złącza.

Znane są sposoby pomiairu rezystancji termicz¬
nej przyrządu półprzewoidnikowego polegające na
tym, że po ogrzaniu złącza stałym prądem grzej¬
nym, przy stałym napięciu na zaciskach badanego
przyrządu półprzewodnikowego zastępuje się ten
stały prąd grzejny prądem pomiarowym o war¬
tości znacznie mniejszej niż wartość prądu grzej¬
nego. Następnie mierzy się spadek napięcia na
zaciiskach badanego przyrządu półprzewodnikowe¬
go, spowodowany przepływem prądu pomiarowego.
Temperaturę złącza wyznacza się z oidipowiedhich
wykresów zmian temperatury danego złącza w za¬
leżność i od napięcia na zaciskach badanego przy¬
rządu półprzewodnikowego. Znając moc grzejną
Ph = In X Uh oraz przyrost temperatury złącza
AT w odniesieniu do temperatury otoczenia okre¬
śla się rezystancję termiczną RT tego przyrządu
ze wzoru

AT
Rt — ■

Znane sposoby pomiaru rezystancji przyrządów
półprzewodnikowych są obarczone znacznymi błę¬
dami pomiarowymi'.

Błąd pomiaru jest tym większy im większy jest
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czas życia nośników w obszarze złącza i im mniej¬
sza jest tenmiozna stała czasu złącza. Błąd ten
powoduje, że mierzona wartość temperatury złą¬
cza jest mniejsza niż wartość rzeczywista, a także
może prowadzić do wyników pomiarów wskazu¬
jących na pozorne wzrastanie telmjperatjury złącza
po wyłączeniu prądu grzejnego. Jak wskazują nie¬
którzy autorzy wartości temjperatury złącza mie¬
rzone znanymi sposobami mogą być nawet kil¬
kakrotnie niższe niż wartości rzeczywiste.

Istota wynalazku polega na tym, że po ogrza¬
niu złącza przyrządu półprzewodnikowego prądem
grzejnym przykłada się do zacisków przyrządu
półjprzewodnikowego imjpufls wyciągający nośniki o
polaryzacja przeciwnej niż prąd grzejny. Czas trwa¬
nia tego impulsu dobiera się tak, aby był większy
niiż czas, w kltóryim prąd wyciągający nośniki ma
wartość stałą, oraz alby był mniejszy ndż czas, w
którym prąd wyciągający nośniki przyjmiiije włar-
tość zero. W czasie trwania imipudsu wyciągającego
moc doprowadzana do złącza przyrządu póĄprze-
wodmiikowego powinna być równa mocy wydzie¬
lanej podczas przepływu prąidlu jgrzejinego. Po za¬
kończeniu impulsu wyciągającego do zacisków przy¬
rządu pól|przewodnćkowego doprowadza się prąd
pomiarowy i mierzy się s(padek napięcia na tych
zaciskach. Rezystancję termiczną wylicza się ze

At
wzoru RT— — , gdzie Ph jest mocą grzejną
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wytwarzaną przez prąd grzejny, T — przyrost
temjperatury złącza w odniesieniu do temperatury
otoazenia. Temperaturę złącza wyznacza się z od-
'póm&dxódl^wytex£$bw zmian temperatury danego
jzĄ(*z5* 4fci zależności od napięcia na odpowiednich

2 zaciskach przyriządiu półprzewodnikowego.
t Ooiproswgidzenie jmpullisu wyciągającego nośnijki
I sfl^<SŁfln wśffiiuig .wynalazku powoduje zasadnicze
^wSĘfcsKenie-dóddaoności pomiaru, przez eliminację

lufo zmniejsizenie ładunku wprowadzanego do ob¬
szaru złącza przez prąd grzejny. Zwiększenie do-
kłaidności pomiaru je&t szczególnie znaczne w przy¬
padku badanych prizyriządów półprzewodnikowych
o dużych czaisacih życia nośników.

iPrzedmioit wynalazku jest bliżej objaśniony
przykładowo na podstawie rysunku, na którym
fig. 1 przedstawia układ blokowy umożliwiający
pomiar rezystancji termicznej diody półprzewodni¬
kowej sposobem według wynalazku, a fig. 2 —prze¬
biegi czasowe napięć źródeł zasilających Uz, prze¬
biegi czasowe prądów płynących pnzez badaną dio¬
dę Id oraz przebiegi czasowe napięć na zaciskach
badanej diody Ud, w trakcie pomiaru sposobem
według wynalazku.

Układ pomiarowy zawiera źródło napięcia grza¬
nia Uau, źródło napięcia wyciągającego Uzr, oraiz
źródło napięcia pomiarowego Uzm. Źródła te pod¬
łączone są do badanej diody półprzewodnikowej D
oraz do Układu sterującego włączaniem źródeł. Do
badanej diody D podłączony jest również miernik
napięcia) i prądu U/T.

iW czasie Th grzania złącza do badanej diody
pólponzeiwodndkowej D podłączone jelst źródło sta-
łego napięcia grzania U^. Napięcie to powoduje
pnzeipłylw przez złącze półprzewodnikowe tej diody
prądu grizeonego lh przy napięciu grzejnym Uh na
zaciskach badanej diody D. Moc wydzielana w
diodzie w tym czasie wynosi: Ph=UhXlh

(Po włączeniu napięcia grzania U^ przykładamy
jest do diody ujemny impuOls Uzr wyciągający noś¬
niki z obszarfu złącza. W czasie trwania imiptuilBu
wyciągającego Tr przez diodę przepływa prąd wy¬
ciągający Ir przy napięciu, na jej zaciskach Ur.
W czasie trwania jmpaĄsu wyciągającego Tr moc
wydzielana w diodzie wynosi:

Pr = Ir*Rr

gdzie Rf jeat rezystancją badanej diody w prze¬
dziale czasowym Trł

(Prąd wyciągający Ir w czaisie T, jest stały, a
następnie jego wartość maleje do zera. Wartość
napięcia impulsu wyciągającego U„ jest tak do¬
brana, że prąd wyciągający Ir w czasie Tg jest
równy prądowa grzejnemu In dŁody. Wtedy to
moc grzania oraz moc wydzielana podczas trwa¬

nia impulsu wyciągającego są sobie równe w cza¬
sie Ts, gidy wartość prąjdu wyciągającego Ir jest
stała. Czas- trwania danpufljsu wyciągającego Tr jest
większy niż czas Ts,,w którym prąd wyciągający

5 Ir ma wartość stałą, ale też jest mniejszy niż
ozais, po którym ten prąd zanika do zera, a więc
wszystkie nośniki zostają wyciągnięte z obszaru
złąjciza. Czas- ten zwykle wynosi kilka wartości cza¬
su1 życia nośników. Po upływie tak dobranego cza-

10 su trwania impulisu wyciągającego Tr włącza się
na czas Tm źródło stałego napdęcia pomiarowego
Uzm o wartości znacznie mniejszej niż napięcie
gnzejne Uzh. To napięcie pomiarowe Uzm powo¬
duje przepływ przez diodę D prądu pomiarowego

15 Im i powstanie na jej zaciskach spadku napięcia
Um. TemperaJburę złącza odczytuje się z odpowied¬
nich wykresów temperatury danego złącza od na¬
pięcia na zaciskach diody. Rezystancję termiczną
badanej diody RT określa się jako:

AT

Ph

gdzie: AT — przyrost temperatury złącza w od¬
niesieniu do temperatury otoczenia, a Ph — moc
grzejna diody.

Zastrzeżenia patentowe

1. Sposób pomiaru rezystancji termicznej przy¬
rządu półprzewodnikowego, w którym po ogrza¬
niu złącza tego przyrządu stałym prądem grzej¬
nym, zastępuje się prąd grzejny prądem pomia¬
rowym o znacznie mniejszej wartości i mierzy
się spadek napięcia na zaciskach tego przyrządu,
a wartość rezystancji termicznej wylicza się ze
znanych wzorów, znamienny tym, że bezpośred¬
nio po wyłączeniu prądu grzejnego (Ih), a przed
doprowadzeniem prądu pomiarowego (Im) przy¬
kłada się do zacisków przyrządu półprzewodniko¬
wego impuls wyciągający nośniki (Uzr) o polary¬
zacji przeciwnej niż napięcie grzania (Uzm), przy
czym czas trwania tego impulsu wyciągającego
korzystnie dobiera się tak, aby był większy niż
czas, w którym prąd wyciągający nośniki (Ir) ma
wartość stałą, oraz był mniejszy niż czas, w któ¬
rym prąd wyciągający nośniki (Ir) przyjmuje war¬
tość zero.

2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że
w czasie trwania impulsu wyciągającego (U^) do¬
prowadza się do złącza przyrządu półprzewodni¬
kowego (D) moc, która w czasie (Ty, gdy prąd
wyciągający (Ir) ma wartość stałą jest równa mo¬
cy wydzielanej podczas przepływu prądu grzej¬
nego (Ih).
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